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Проведено е изследване на епитаксиалното израстване на хексагонален 
силициев карбид (SiC) от кубичен SiC чрез сублимационна епитаксия при 
различни условия на израстване. Определени са лимитиращите стадии на 
процеса на кристализация. Направено е пресмятане на скоростта на израстване 
на епитаксиалните слоеве във вакуум и газова атмосфера (аргон) за системата 
α–SiC–β–SiC на основата на проведеното моделиране на процеса на израстване 
при много малък температурен градиент. Получените експериментални 
резултати са в добро съгласие с пресметнатите. На основата на 
експерименталните резултати е показано, че използваният метод на израстване 
(сублимационна епитаксия) е много полезен за запълване на микропорите в 
подложки от SiC в случай на израстване върху отклонени от направление 
<1120> плоскости на тези подложки. 
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